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T.DROZDZ i A.GRODZINSKI: Analiza termiczna atunu /NH4/2 SOy - Aly/SOy/3 - 24H,0

W artykule podano reakcje chemiczne zachodzqce w atunie w czasie grzania. Wyznaczono metodami ana~
lizy termicznej ciepto zachodzqcych reakciji. Ustalono cykl cieplny otrzymywania §” - Al,O3 o czystosci
spelniajgce|{ wymagania stawiane przy monokrystalizocji metodq Vernevila.

H.KOZLOWSKA i J.SENKARA: Zastosowanie metody mikroanalizy rentgenowskiej do badania skladu chemicz-
nego warstw epitaksjalnych zwiqzkéw potréjnych grupy A'*'b - na przykkdzie
Ga‘_xAles

Na przykladzie arsenku aluminiowo-galowego przedstawiono metode badania sktadu chemicznego worstw
epitaksjalnych zwigzkéw potréinych grupy A'"'BY. Wykorzystano mikroanalize rentgenowskq i elektroniczng
technike obliczeniowq. Dla danej metody obliczefi korekcyjnych utozono program w jezyku FORTRAN IV
przystosowany do maszyny cyfrowej JEC-6. Przedlozono szczegblowq analize btedv pomiaru. Opracowanie
umozliwia szybkie i 0 0znaczonej precyzji okretlenie skladu warstw epitaksjalnych zwigzku Ga)_xAles.

K.WOLSKI i A.SIWIEC: Badania nad technologig, strukturg i niektérymi wlasnosciami drutéw z brqzu srebrowego

W artykule oméwiono proces technologiczny brqzéw srebrowych CuAg7Z oraz CuAg5Zr 0,1, uwzgl edniajqe
proces topienia, odlewonia, przer6bki plastycznej i obrébki cieplnej. Przedstawiono niektére wyniki badafi
strukturalnych oraz oméwiono badania wlasno$ci mechanicznych i opornosci elektrycznej stopéw Cu-Ag.

M .PAWLOWSKA: Skaningowy mikroskop elektronowy jako narzedzie badafi w technologii materialéw pomoc-
niczych i elementéw pélprzewodnikowych

Dokonano przegladu mozliwosci badan materialéw stosowanych w elektronice za pomocq skaningowego mikro-
skopu elektronowego. Przedstawiono przyklady uzyskiwanych obrazéw badanych materiatéw ceramicznych,
metalicznych, past przewodzqcych i tranzystoréw epiplanarnych.

1.SKRZYNECKA: Badanie zaleznofci skladu i struktury chemicznie osadzanych warstw azotku krzemu od
parametréw procesu technologicznego

Opisano sposéb wytwarzania chemicznie osadzonych warstw SigN4 oraz wplyw technologii na ich sktad
i strukture. Warstwy te wytwarzano na podlozach krzemowych w wyniku reakeji silanu z amoniakiem w atmosfe-~
rze wodoru. Przedstawiono wyniki badafi nad szybkosciq trawienia, wielkoéciq wspéiczynnika zatamania, absor-
pciq promieniowania podczerwonego oraz strukturg  zawartosciq azotu i tlenu w warstwach 5igNy.
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T.IPOXIK, A.IPOISUHBCKUA: Tepmuyeckud ananus kpacua /NH,/,50, - Al,/SO,/, - 24H,0

B cTarhe NpMBEAEHH XMMMUYECKME DeaKluu NpoTexawmume B NMpOlUecce HarpeBaHUdA
KBaclia. METOZaMM TEPMHUYSCKOI'O aHANKM3a ONpeercHa TEINOTa NpPOTEKAMIUX DeaKUuui.
JCTAHOBJIEH TEMJIOBOM LMKN NONYy4YeHMA § -Alp03 YUCTOTE KOTODPOIO OTBEYAET TpPEeGOBa-
HUAM NDEABABIAEMHM [P MOHOKDUCTANIM3AUMMA METOZOM BepHed. !

I'.KO3NOBCKA, f1.CEHKAPA: [IpuMEHEHME METOZA DEHTIE€HOBCKOI'O MMKpOaHalIusa ana
MCCIeNOBaHNA XMMMYECKOI'0 CONTABA SMMTAKCHANBHHX CIOEB
TPOMHHX COEZMHEHMU TDYMUH A’°‘BY Ha NpuMepe Gaj-,Al Al

B craThe npeAcTaBleH METOX MCCIEHOBAHMA XUMHYECKOI'O COCTaBa 3MUTAKCUANBHHX
CJNIOEB TPOWHHX COEAMHEHURA TDYNIH A'''B° Ha MNpuMepe akMUHUR-TaNbeBOT'0 apceHuna,
[Ip¥ MCMONB30BaHMD DEHTT'EHOBCKOI'O MMKDOAHANM3a C NpUMEHEHWEeM 3JNEeKTPOHHO{ BHYMC-
JNTENBHON TeXHMKM. IUIA DEHHOT'O METOAa KODPEKNMOHHHWX BHYMCJEHH# cocTaBieHa Mpo-
rpaMMa Ha fAsWke FORTRANIV  npucnocoGneHHas ANa BWUMCAMTENBHOR MAamMHH JEC-6
llaHHH{ METOX NAET BO3MOXHOCTH CHCTODPO -ONpEAENATH XMMMYECKMH COCTAB 3MHUTAK-
CHAJIBHHX CIIOEB COEMMHEHMA Gay_Al.A. & TaKke CTeNeHb TOYHOCTH 3TOT'O ONpeaeiieHus.

K.BOALCKU, A.CUBEL: MccrepoBaHue TEXHONOTMUECKOI'O NMpPOUECCA, CTPYKTYPH M HEKOTO-
PHX CBOHCTB CcepeCpAHHX GpPOH30B

B craThe paccMOTDEH TEXHONOLMYECKMI NMpouecc NMONYYEHHs cepeCpAHHX CPOH3OB
CuAg7 M CuAg5Zr 0,1 C YUETOM NPOUECCOB MJABNEHMA, OTIMBKM, NIACTUYECKOR M Tep-
MUYECKORR OGpPaOOTKH.
llpuBeneHd ¥ OCCYXZeHH HEKOTODHE De3ynbTaTH MO MCCNeZOBaHMN CTPYKTYpP, a TaKxe
MEXaHMYECKUX M (DU3UUECKMX CBOKCTB CIIABOB,.

M.MABJIOBCKA: CKaHMHIOBH 3MEKTPOHHHI MMKPOCKON - NpuGOp ANE MCCIEeAOBaHHM# BCmo-
MaraTelbHHX MaTeDHaJoB M MOJNYNPOBONHUKOBHX 3JIEMEHTOB

B cTaThe OOCYXAEHH BO3MOXHOCTM MCClAeAOBaHMA NpU NMOMONM CKAHMHT'OBOI'O 3JEKTDO-
HHOI'O MMKDOCKOIla MaTE€pUAJIOB INPUMEHAEMHX B 9JNIeKTPOHHOR NpPOMHUIIEHHOCTH .
[IlpeacTaBieHd NMPUMEDH IOJNYyYaEMHX n300paxeHuit uccienyeMHx KepaMMueCKMX M MeTajlan-
YECKMX MaTepualoB, a TaKxe MNPOBOZAMKMX NMAacT X 3NUNJIaHAPHHX TPaH3UCTOPOB.

N.CKYXUHELIKA: UcciexoBaHue 3aBHCHMOCTH COCTaBa M CTPDYKTYDH XHMUUECKM OCARAEH-
HHX MJIEHOK HUTpHUAA KDEMHUS OT MapaMeTpOB TEXHOJOTHYECKOro nponecca.

MpezcTaBaeH CnocoG MOJYyYEHHs XUMMUECKM OCAKAEHHHX IUIEHOK HUTpUZa KDeMHud,
a TaKKe BIWAHME TEXHONOI'MYECKOTO pexuMa Ha MX COCTaB M CTPYKTYDY. [LIEHKM GHIM
nonyyeHd Ha KpeMHMEBHX MOLNOEKAX B DE3YJIBTATE DEAKUMM CHIIAHA C AMMMAKOM
B aTMochepe BOAOPOAA.
JaHH pe3ysIbTaTH MCCIEAOBAHUA CKOPOCTH TpABNEHWA, BEIMYMHH KOIPUUMEHTA NDEJIOMIIew
HUA,IOPNAMEHAA WHPPAKDACHHX JNyued, CTPYKTypH, a TaKEe De3yNbTATH M3MepeHHs CO=
LepRaHMA Aa30Ta ¥ KHCTODPOAA B IUIEHKAX HUTDUAA KPEMHUA.
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T.DROZDZ, A .GRODZINISKI: Thermal analysis of alum /NH4/2504 - Al,/SO4/3 - 24Hy0

Chemical reactions occured in alum during heating ore presented. Heat of the reaction is determined by
thermal analysis technique . Heating cycle for obtaining §' -AlyO4 of purity satisfying the requirements for
monocrystallizationby Verneuil technique is given.

H.KOZtOWSKA, J.SENKARA: X-ray microanalysis grpliouﬁon for the investigation of epitaxial layer chemi-
cal composition of A' g group triple compounds with the Gaj-xAlxAs as
a representative of this group.

On the examole of aluminium~gallium arsenide a method of investigation of epitaxial layer chemical compo-
sition of A'''BY group triple compounds is presented. X-ray microanalysis and EDP. techniques have been used.
For a given correction method the routine in FORTRAN IV language adapted to the digital computer JEC-6
has been drawn up. Detailed analysis of measurement’s error is given. The work enables to determine the com~
position of epitaxial layers of Ga1-.Al_Al compound quickly and with desired precision.

K.WOLSKI, A_.SIWIEC: Investigations on technology, structure, and on some properties of silver bronze wires.

Technological process of CuAg7 and CuAg5Zr 0,1 silver bronzes is described including melting, moulding,
plastic working and thermal treatment. Some results of structural investigations are given: Investigations of
mechanical properties and electric resistance of Cu=Ag alloys are presented.

M .PAWLOWSKA: Scanning electron microscope in an application to the technological testing of materials and
elements used in electronics.

Rewiew of pcssible investigations of some materials used in electronics with the scanning electron micrescope
is given. Some examples of tested ceramic and metallic materials, conductive pastes and epiplanar transistors
displays are presented.

1.SKRZYNECKA: Investigation of chemically deposited SigN4 films composition and structure-depending on
technological process parameters.

The farming method and influence of the deposition conditions on the chemically deposited SigN4 films
structure and composition are described. The films were obtained on silicon wafers using SiH4-NH3 reaction in
hydrogen atmosphere . Investigation and measurement’s results of etching rate, refraction factor, infra=red
absorption, structure, nitrogen and oxygen content in SigN films are presented.



SYMPOZJA—-—KONFERENGCJE —SEMINARIA

W 2-im pétroczu 1973 roku pracownicy ONPMP uczestniczyli w nastepujqcych sympozjach, konferencjach
i seminariach:

1. W dniach od 11 do 13 wrzeénia K.Nowysz i H.Mogielnicki uczestniczyli w |V Krajowym Seminarium Krio-
techniki i Kriotechnologii, zorganizowanym przez Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN we
Wroclawiu oraz Instytut Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu Wroclawskiego .

2. W dniu 20 wrze$nia w | Konferencji na temat "Krysztaly Elektrooptyczne i Ciekle Krysztaly", ktéra odbyta
sie w todzi udziat wzieli M.Reéko i E.Rokicka.

3. W dniach od 28 do 29 wrzeénio W.Wlosifiski wziqt udzial w konferencji na temat "Uklady scalone w syste-
mach elektronicznych" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich w Bydgeoszczy .

4. W dniach od 4 do 6 pazdziernika M .Adamiec uczestniczyla w || Sympozjum Ceramicznym, ktére odbyto sie
w Sopocie.

5. W dniu 17 pazdziernika M .Rafalski uczestniczyt w naradzie na temat "Zagadnienia technologicznej klasy-
fikacji przedmiotéw w procesie projektowania”. Narade zorganizowalo Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw
Mechanikéw Polskich.

6. W dniach od 19 do 25 pazdziernika w | Ogélnopolskim Sympozjum na temat "Fizyka Cienkich Warstw"
uczestniczyli: E.Nosarzewska, W .Brzozowski i K.Nowysz. Komunikat na temat "Niektére problemy otrzymy-
wania krzemowych warstw epitaksjalnych® wyglosita E.Nosarzewska.

7. W dniach od 15 do 16 listopada w seminarium na temat "Zastosowanie metod wysokocifnieniowych w nauce
i przemyéle" zorganizowanym przez Instytut Fizyki PAN uczestniczyli A.Hruban, E.Sztremer i E.Zalewski.

8. W dniach od 27 do 28 listopada w konferencji zorganizowanej przez O%odek Doskonalenia Kadr SIMP
w Warszawie na temat "Holografia ~ jej zastosowanie w nauce i technice" uczestniczyt A.Siwiec.

W 1-ym pétroczu 1974 roku pracownicy ONPMP uczestniczyli w nastepujgcych sympozjach, konferencjach
i seminariach:

1. W dniu 4 stycznia M .Reéko na posiedzeniu Komisji RWPG w Sinaji /Rumunia/ wyglosit referat na temat
"Kriometryczna metoda oznaczania stopnia czystosci' .

2. W dniach od 25 lutegodo 1 marca R.|zbaner i Z.Wlodarski przebywali w Karl-Marx-Stadt /NRD/, gdzie
na sympozjum na temat "Wytwarzanie ukladéw hybrydowych wielowarstwowych" wyglosili referat pt. "Wias~
noci i produkcia past przewodzqceych do ukladéw grubowarstwowych' .

3. W dniu 7 marca Przemystowy Instytut Elektroniki zorganizowat seminarium na temat " Zagadnienia elektro-
niczne w urzqdzeniach do epitaksji na krzemie", w ktérym uczestniczyli J.Borkowicz, W. Wiraszka
i W.Urbarski.

4. W dniu 25 marca odbyla si¢ konferencja na temat " Ksztaltowanie jakoéci produktéw w gospodarce narodo~
wej" zorganizowana przez Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowe| SGPiS, w ktérej uczestniczyli
M.Karp i Z.Tkacz.

5. W dniach od 25 do 31 marca W .Wlosifiski uczestniczyt w spotkaniu kierownikéw gtéwnych organizacji
koordynujqcych prace badawcze w ramach RWPG-spotkanie odbylo si¢ w Moskwie.

6. W dniu 3 kwietnia w Ofrodku Postepu Technicznego w Katowicach odbyto sie sympozjum na temat "Lakiery
i zywice elektroizolacyine dla potrzeb elektroniki", w ktérym uczestniczyt J.Nowacki.

7. W dniu 24 kwietnia Przemystowy Instytut Elektroniki zorganizowat sympozjum na temat " Problemy opraco-
wywania urzqdzeri do mechonizacji operacii koficowych w procesie produkcii elementéw p6iprzewodnikowych®,
w ktérym uczestniczyli E.Kret, J.Nowak i Z.Pacho.

8. W dniach od 6 do 7 maja w konwersatorium no temat "Analiza Materiatéw Wysokiej C zystoéci, ktére odby-
Yo sie w Katowicach, uczestniczyli: W.Sokolowska, W .Wierzchowska i C . Jaworski.

9. W dniach od 16 do 18 maja Towarzystwo Naukowe Organizaciji i Kierownictwa zorganizowalo w Kolobrze~
gu sympozjum na temat "Organizacyjne problemy wdrazania systeméw informatycznych", w ktérym uczestni-
czyli: E.Hagowska, Z.Firlej i R.Kobylifska.



10. W dniach od 3 do 13 czerwca odbylo sie w Karpaczu II! Sympozjum na temat " Pierwiastki rzadkie i meta~

turgia chemiczna" zorganizowane przez Politechnike Wroclawskg. Referat pt. "Spektrograficzna metoda
oznaczania zanieczyszczer metalicznych w indzie i stopie indu z galem"

wygtosila W .Sokotowska. W powyz~
szym sympozjum uczestniczyli réwniez: ZHorubala, M. Kusowski,
3 komunikaty pt.

H.Mogielnicki i J.Bogacki. Wygtosili oni
"Metadyka oczyszczania telluru do czystosci 6N",
prézniowe| 1 topienia strefowego" i

"Oczyszczanie indu metodq destylacii
"Badanie efektéw oczyszczania indu metodg pomiaru oporu elektrycznego
w temperaturze ciektego helu".

11. W dniach od 4 do 5 czerwca W.Wlosinski i T.Kulesza uczestniczyli w konferenciji na temat
spawalnicze w przemysle elektronicznym"
wie.

"Technologie
» zorganizowanej przez O§odek Doskonalenia Kadr SIMP w Warsza~



Indeks autorski (1973—1974 r.)

Barafiska E.: Otrzymywanie monokrysztatéw niobianu litu metodq Czochralskiego. 2, 1973.
Bekisz J.: Otrzymywanie cienkich warstw VO, z VOCl3.6, 1974.

Bied A.: Barwione tworzywo alundowe jako nowy materiat dla optoelektroniki. 6, 1974,
Bogacki J.: Otrzymywanie antymonu o czystosci wyzszej niz 6N . 2, 1973.

Boniecki M .: Zastosowanie komparatora termicznego do badania przewodnictwa cieplnego podiozowych plytek
ceramicznych. 7, 1974.

Brzozowski W .: Badania nad otrzymaniem warstw epitaksjalnych arsenku galu z fazy gazowej w ukladzie
otwartym Ga-AsCiz-Hp. 1, 1973.

Brzozowski W.: Warstwy epitaksjalne GaAs) P, dla przyrzqdéw swiecqeych. 6, 1974.

Chrusciriska J.T-: Oznaczanie sodu w BBrg, PC|3 i POC|3 metodq fotometrii plomieniowej. 2, 1973.
Drozdz T.: Analiza termiczna atunu /NH4/ZSO4‘A|2/SO4/3 *24H20.'8,1974.

Gladyszewski L.: Masowo-spektrometryczne badanie adsorpcji tienu na powierzchni wolframu. 2, 1973.

Golajewski Z.: Tworzywa szklano-krystaliczne na plytki podlozowe do ukladéw mikroelektronicznych.
5.1974.

Golajewski Z.: Lutowia szklane stosowane w elektronice. 7, 1974.

Gorbatiuk W .A.: Magnetodielektryki w przemyslach radiotechnicznym i elektromaszynowym /w ZSRR/.
6, 1974.

Grodzinski A.: Analiza termiczna atunu /NH4/ZSO4-A|2/SO4/3'24HZO. 8, 1974.

Halak A.: Warstwy epitaksjalne GaAsy_P_ dla przyrzqdéw $wiecqcych. 6, 1974..

Halas S .: Informacja o metodzie analizy izotopowe| wegla i siarki. 4, 1973,

Hruban A .: Materialy péiprzewodnikowe dla przyrzqdéw optoelektronicznych. 1,1973.

Jackowska K.: Pojemnosé rézniczkowa granicy fazowe| pélprzewodnik-roztwér elektrolitu. 5, 1.974.

Jakubicki W.: Badania faz wzrostu monokrysztatéw krzemu otrzymywanych metodq VLS z zastosowaniem zlota
i platyny. 3, 1973.

Jaskélska H.: Niektére mozliwoéci wykorzystania techniki jqdrowe| w przemysle elektronicznym. 7, 1974,
Jaworski C.: Oznaczanie tlenu i pary wodnej w gazowym chlorowodorze. 2, 1974,

Jaworski C .: Zastosowanie chromatografii gazowej do analizy mieszanin gazowych wadoru lub argonu z fosfo-
rowodorem . Oznaczanie Np,CHy,C0O,COy,PH; oraz Oy i H20. 3, 1973.

Kaczyriski £.: Badania faz wzrostu monokrysztaléw krzemu otrzymywanych metodq VLS z zastosowaniem zlota
i platyny. 3, 1973.

.Kalbarczyk J.: Tloczywa niskocisnieniowe w metodzie prasowania przettocznego. 2, 1973.
Kalbarezyk J.: Formy do niskociénieniowego prasowania przettocznego. 7, 1974.

Kaliszuk K.: Badania nad otrzymywaniem porowatego szkieletu wolframowego metodq spiekania aktywowa-
nego. 2, 1973.

Kamirski P.: Warstwy epitaksjalne GaAs_ P, dla przyrzqdéw fwiecqcych. 6, 1974.

Kozlowska A.: Zastosowanie metod mikroanalizy rentgencwsk ej do badania skladu chemicznego warstw epi-
taksjatnych zwiqzkéw potréjnych grupy A" B'na przyktadzie Gay_,AlLAs. 8, 1974.
Kozlowski L.: Otrzymywanie cienkich warstw VO, z VOCI3. 6, 1974.
Kulesza T.: Otrzymywanie préznioszczelnych polqczern metal-metal, metal-ceramika technikq zgrzewania
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IN

FORMACJA DLA AUTOROW

W celu ulatwienia prac redakcyinych zwiqzanych z przygotowaniem materiatu do druku redakcija prosi

Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1.
2.

Objetotci artykuléw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formaty A4, jednostronnie z interliniq /co drugi
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duzq czcionkq. Na arkuszu nie powinno byé wiecej niz 31
wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone rysunki i tabele.

Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie
catego artykutu/, w 4 egzemplarzach no oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno. U géry kazdej tabeli
podaé tytut objatniajqey .

. Artykuly nalezy nadsylaé w 4 egzemplarzach; powinny byé dotgczone do nich krétkie streszczenia w jezy-

ku polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

. Artykuly powinny w zasadzie byé podzielone logicznie na czesci a w czeici koficowej winny byé sformuto-

wane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkre¢laé. W miare moznoéci unikaé podziatu artykutu na
oddzielnie zatytulowane czefei .

. Rysunki powinny byé nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalqczone oddzielnie

w usztywnionej kopercie. Spisy rysunk&w zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaé
oddzielnie /niezaleznie od tekstu artykuléw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé na przezro-
czystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny byé& ostre i wykonane na biatym blyszczqcym papierze fotograficznym. Numery fotografii

i powigkszenie nalezy podawaé na odwrocie - otéwkiem. Numeraciq nalezy objqé rysunki i fotografie
lqcznie /nie stosowaé oddzielnej numeracii dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

. Po zakoficzeniu artykulu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, pelny tytul dziela lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w tekécie powotania na numer
pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [.1].

. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach itp. powin-

ny byé zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Migedzynarodowy Uktad Miar /SI/ oraz z in-
nymi obowiqzujqcymi przepisami.

.Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na stro=

nie nie powinno by¢é wiecej niz 5.

. Redakeja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakeyjnych, niezbednych skrétéw,

korekty stylistycznej itp.

.Fakt nadestania pracy do wydrukowania w "Materiatach Elektronicznych" uwazany jest za réwnoznaczny
z ofwiadczeniem Autora, ze proca nie byla drukowano ani wystana do drukowania w zadnym innym czaso-
piémie krajowym lub zagranicznym.

14.Autorzy proszeni sq o dokladne podawanie adresu i numeru telefonu celem latwiejszego porozumiewania sig

i ewentualnego przeslania naleznego honorarium.

LASE2  Moteriol przygatawany przez Zleceniodawce
TYIEX  wpm “WEMA® . Worszowa 1974. Noklad 500+60. Ark.wyd. 4,79. Ark.druk. 4, 5/A.
Zaméwienie 1733/74-6-2/5

2.0, "Tamka" Zam.2249/74, Nak.500+60 egz. W-32
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